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Antiferomagnetické (AFM) materiály získávají značnou popularitu na poli spintroniky a to zejména 
díky svému aplikačnímu potenciálu. Paměťové zařízení fungující na principu AFM by umožnily nejen 
vyšší hustotu zápisu dat, ale také značnou odolnost vůči vnějšímu magnetickému poli. Nejvíce 
studovaným materiálem AFM spintroniky je bezesporu CuMnAs ve formě tenkých vrstev, u kterého 
byla úspěšně demonstrována řízená změna orientace magnetických momentů pomocí elektrického 
proudu[1]. Jedním z perspektivních materiálu pro AFM spintroniku je znovuobjevený AFM polovodič 
NaMnBi a to zejména díky přítomnosti zakázaného pásu, což by umožnilo skloubení spintronických a 
polovodičových technologií. Tato sloučenina vykazuje značně zajímavé chování elektrického odporu 
v magnetickém poli. Bylo ukázáno, že v závislosti na množství defektů v krystalu se jeho elektrický 
odpor může při teplotě 2 K a v magnetickém poli 9 T změnit až o 10 000% [2].  

 

Obrázek 1: Závislost magnetorezistence na magnetickém pole na teplotě 2 K (červeně) a 300 K (černá) pro krystal “bez 
defektů“ A) (levý panel) a pro krystal “s defekty“ B) (pravý panel). Převzato z [2]. 

Naše nedávná studie [3]na podobné sloučenině NaMnAs ukázala, že tato sloučenina je na vzduchu 
nestabilní a v průběhu času se na jejím povrchu začne vytvářet tenká vrstva MnAs. Podíváme-li se na 
elektro transportní vlastnosti sloučeniny MnBi, zjistíme že vykazuje značně velkou magnetorezistenci 
v řádu stovek procent[4]. To by mohlo znamenat, že extrémně velká magnetorezistence v NaMnBi 
není způsobena defekty v sloučenině, ale přítomností příměsi MnBi.  

Cílem tohoto projektu je připravit monokrystaly NaMnBi, určit množství příměsi v připravených 
monokrystalech a následně změřit elektro-transportní vlastnosti. 

Práce má následující charakter: 

• Příprava monokrystalů NaMnBi pomocí metody přesyceného roztoku 
• V závislosti na čase určit množství příměsi MnBi v krystalu pomocí metody Energiově 

Disperzní Spektroskopie a metod rentgenové difrakce 
• Změřit elektro-transportní vlastnosti v teplotním rozsahu 2-400 K a magnetickém poli do 9 T 
• Sepsat závěrečnou zprávu 
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